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摘 要

本研究是利用退火(Anneal)及室溫光激發螢光譜(Photoluminescence，PL)的方法來判定磊晶片(Epi-wafer)的材料品質，退火溫

度範圍為300℃至450℃；退火完之後，量測磊晶片的室溫PL。我們發現當退火溫度逐漸升高時，品質較佳的磊晶片，

其PL強度隨退火溫度增加而增加；反之，品質較差的磊晶片，其PL強度隨退火溫度增加而逐漸下降。我們也利用了LED

老化(Burn-in)前後的I-V特性曲線分析，進一步驗證此方法的可行度。本研究推論利用退火及室溫光激發光譜的方法代

替LED晶粒(Chip)的老化實驗來判定磊晶片的材料品質是具有很高之可行性。

關鍵詞 : 退火、光激發螢光、老化實驗、發光二極體
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